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摘 要：采用射频反应磁控溅射技术，在不同气压下制备了二硫化钼薄膜。利用扫描电子显微镜、X 射

线衍射仪、紫外可见光光谱仪等对薄膜的表面形貌、结构和光学性能进行了表征、分析。结果表明：利用

射频反应磁控溅射制备的 MoS2 薄膜，表面平整、颗粒均匀、致密，缺陷少；沉积气压 1.2Pa 条件下制备的

薄膜结晶度最好；薄膜的光学带隙随沉积气压先增大后减小，1.2Pa 时光学带隙最大，为 1.69eV。薄膜光

学带隙的变化是由沉积气压引起薄膜结晶度变化和形成缺陷不同所致。
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Structure and Optical Properties of MoS2 Thin Films Prepared by RF
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Abstract：Molybdenum disulfide films were prepared under different pressures by RF reactive magnetron sputtering. The surface
morphology, structure and optical properties of the films were characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffractometry
and UV -Vis spectrometer. The results show that the surface of MoS2 films prepared by RF reactive magnetron sputtering is
smooth, uniform and compact with few defects. The films prepared under the deposition pressure of 1.2Pa shows the best
crystallinity. The optical band gap of the films increases first and then decreases with the increase of deposition pressure. The
optical band gap is the largest at 1.2Pa, which is 1.69eV. The change in the optical band gap of the film is caused by the
change in crystallinity of the films and the formation of defects due to the deposition gas pressure.
Key words：molybdenum disulfide films; RF reactive magnetron sputtering; deposition gas pressure; crystal
structure; optical band gap
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二硫化钼（MoS2）属于六方晶系层状二维材

料，具有类似于石墨烯的结构和性能，在两层硫

原子的中间穿夹着一层钼原子，形成相似三明治

结构。MoS2 中各原子按照 S-Mo-S 组成分子，再进

行叠加形成的共价键构成了分子结构，层层之间

连接依靠微弱的范德华力，它具有优异的催化性

能、摩擦性能以及光电性能等 [ 1-3]。与普通 MoS2 相

比，纳米 MoS2 的光学、电学性能更加卓越。单层

MoS2 为直接带隙，它同时拥有固有和可调带隙

（约 1eV~2eV），可应用与纳米电子材料，如弛豫

开关电子器件 [ 4，5 ]。在半导体器件不断小型化及

柔性化进程下，MoS2 薄膜在场效应晶体管、超灵

敏光电探测器、柔性电子器件以及高性能集成电

路等领域有广阔的应用前景，它将成为新型纳米

电子器件和光电功能器件的关键材料之一 [ 6，7]。

制备单层或少层 MoS2 材料的主要技术有：微

机械力剥离法 [8]、液相超声剥离法 [9]、锂离子插层剥

离法 [10]、化学气相沉积法 [11]和物理气相沉积法 [12 ]

等。化学气相沉积法制备纳米薄膜沉积速率快，

成膜面积较大且致密均匀，但该方法存在反应温

度太高，残余物污染环境、腐蚀设备等缺陷。磁控

溅射技术成膜速率高、质量好，可以用于制备多
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